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INTRODUCAO

Ha duas décadas, o desenvolvimento de
fibras monocristalinas, crescidas a partir da
fusdo, tem despertado grande interesse em
aplicacoes oticas e eletrénicas [1]. Entre
outras propriedades, estas fibras possuem
alta resisténcia mecanica em virtude de sua
perfeicdao cristalina se comparada a um
cristal volumétrico. Isto decorre de seu
pequeno didmetro e ao fluxo de calor
aproximadamente uniaxial obtido durante o
crescimento, reduzindo os defeitos na
estrutura cristalina [2]. Entretanto, apesar
dos inUmeros trabalhos na literatura sobre
fibras monocristalinas, sao poucos os
direcionados as fibras fluoretos.

OBJETIVO

Neste trabalho, estudamos os parametros
relevantes para o crescimento de fibras
monocristalinas de BaliF, de diametros
constantes pelo método de uPD resistivo e
indutivo.

METODOLOGIA

O método de PPD resistivo consiste no
puxamento de monocristais, na direcao
vertical e sentido descendente, através de
um capilar de 0,8 mm de diametro localizado
na base do cadinho que contém material em
fusdo. Apds o escoamento do liquido pelo
capilar, uma semente é colocada em contato
com o mesmo formando um menisco, a partir
do qual, é iniciado o puxamento da fibra. Os
principais parametros de controle de
crescimento sdo: o gradiente de temperatura
na interface solido-liquido, velocidade de
puxamento e controle de atmosfera. O
sistema indutivo difere do resistivo pelo
formato do cadinho e pelo aquecimento por
inducao magnética e nao por passagem de
corrente, como no primeiro caso.
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Figura 1: Esquema do processo de p-PD: (a)
resistivo e (b) indutivo



RESULTADOS

No sistema resistivo, observamos a
dependéncia inversa da distancia entre a
bobina de aquecimento e o cadinho com o
gradiente de temperatura na interface
solido-liquido. Procuramos otimizar a
distancia entre estes dois componentes para
obter um gradiente de temperatura
adequado a obtencdo de fibras de didmetro
constante e sem defeitos macroscdpicos.
Constatamos também que para se obter o
correto ancoramento da fibra (interface
soOlido-liquido estavel) é necessario controlar
a velocidade de puxamento. Para fibras de
BaLiF,, esta velocidade tem como limite 0,12
mm/min. O controle da atmosfera mostrou-
se importante, como forma de evitar a
contaminacgdo da fibra por impurezas
(oxigénio e umidade), preservando sua
composicao quimica e qualidade ética. Apds
tratamento a vacuo (3,6 torr), realizamos
testes de crescimento sob fluxo de Ar ou
CF, com composigdo de 5mol% de excesso
de LiF. Os resultados iniciais foram pouco
satisfatorios, resultando em fibras opacas e
quebradicas.
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Figura 2: Fibra de BaLiF, (a) durante e (b) apds
o0 crescimento no sistema resistivo

Figura 3: Fibra de BaliF, (a) durante e (b) apds
o0 crescimento no sistema indutivo

Experiéncias realizadas sob pressdo de CF,
resultaram em fibras transparentes, mas nao
totalmente homogéneas. No sistema
indutivo, as melhores condicbes de vacuo
(2,5 torr) reduziram a contaminacdo por
umidade e oxigénio e, nos testes de
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crescimento sob atmosfera de 7,9 kPa de Ar
e composicao de 7 mol% de excesso de LiF
foram obtidas fibras transparentes similares
as crescidas sob pressdo de CF, no sistema
resistivo, entretanto, com didmetro irregular
devido a dificuldade de controle das
condicoes de crescimento neste sistema.

CONCLUSOES

Os estudos realizados possibilitaram um
avango nos conhecimentos de crescimento
de fibras monocristalinas fluoretos.
Obtivemos fibras monocristalinas de BaLiF,
de diametros constantes apenas pelo
método de uPD resistivo, sendo necessaria
a continuidade dos estudos com o sistema
indutivo. Estudos adicionais sobre a
composicdo ideal de partida também se
mostraram necessarios para otimizagao do
crescimento de fibras deste material.
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